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요약

본 발명은 게이트 구동부가 액정패널의 하부기판에 실장되어 있을 경우, 게이트 구동 신호 출력부를 구성하는 a-Si:H

TFT의 전압 불안정성을 감소시켜서 비정상적인 게이트 구동 신호의 출력(신호 왜곡)을 최소화하기에 알맞은 액정표시장

치 및 그의 제조방법을 제공하기 위한 것으로, 이와 같은 목적을 달성하기 위한 액정표시장치는 제 1, 제 2 제어신호(Q,)를

출력하는 신호 제어부와; 상기 제 1 제어신호를 입력받아 동작하고, 클럭신호단(CLK)과 게이트 구동 신호 출력단 사이에

제 1 게이트전극과 제 1 드레인전극/소오스전극의 오버랩되는 면적이 비대칭적인 풀업 트랜지스터와, 상기 제 2 제어신호

를 받아 동작하고, 상기 게이트 구동 신호 출력단과 접지전압단(VSS)의 사이에 연결된 풀다운 트랜지스터로 구성된 게이

트 구동 신호 출력부를 구비하여, 하부기판의 일측 상부에 실장된 게이트 구동부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

대표도
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색인어

게이트 구동부, 비대칭, 클럭신호

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 액정표시장치의 개략적인 레이아웃도

도 2는 종래 기술에 따른 게이트 구동부의 단위 회로도

도 3a와 도 3b는 도 2의 'A'영역의 풀업 트랜지스터(PU)를 나타낸 평면도 및 구조 단면도

도 4는 종래 기술에 따른 게이트 구동부의 문제점을 나타낸 출력 파형도

도 5는 종래의 다른 기술에 따른 게이트 구동부의 단위 회로도

도 6은 도 5의 풀업 트랜지스터(PU) 및 커패시터(C1)를 도시한 구조 단면도

도 7은 본 발명을 적용하기 위한 액정표시장치의 게이트 구동부의 단위 회로도

도 8a와 도 8b는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 도 7의 'B'영역의 풀업 트랜지스터(PU)를 나타낸 평면도 및 구조 단면도

도 9a와 도 9b는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 도 7의 'B' 및 'C'영역의 평면도 및 구조 단면도

도 10은 본 발명을 적용하기 위한 액정표시장치의 다른 기술에 따른 게이트 구동부의 단위 회로도

도 11a 내지 도 11d는 본 발명에 따른 액정표시장치의 제조방법을 나타낸 공정 단면도
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* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *

70, 100 : 신호 제어부 80, 110 : 기판

81, 111 : 제 1 게이트전극 81a : 제 2 게이트전극

82, 112 : 게이트 절연막 83 : 제 1 활성층

84, 114 : 오믹 콘택층 85a : 제 1 드레인전극

85b, 115b : 소오스전극 85c : 제 2 드레인전극

113 : 액티브층 115 : 도전성 금속

115a : 드레인전극

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 대한 것으로, 특히 게이트 구동부가 액정패널에 실장되어 있을 경우, 게이트 구동 신호 출력부

를 구성하는 a-Si:H TFT의 전압 불안정성을 감소시켜서 신호 왜곡을 최소화하기에 알맞은 액정표시장치 및 그의 제조방

법에 관한 것이다.

정보화 사회가 발전함에 따라 표시장치에 대한 요구도 다양한 형태로 점증하고 있으며, 이에 부응하여 근래에는

LCD(Lipuid Crystal Display Device), PDP(Plasma Display Panel), ELD(Electro Luminescent Display),

VFD(Vacuum Fluorescent Display)등 여러 가지 평판 표시 장치가 연구되어 왔고 일부는 이미 여러 장비에서 표시장치

로 활용되고 있다.

그 중에, 현재 화질이 우수하고 경량, 박형, 저소비 전력의 특징 및 장점으로 인하여 이동형 화상 표시장치의 용도로

CRT(Cathode Ray Tube)을 대체하면서 LCD가 가장 많이 사용되고 있으며, 노트북 컴퓨터의 모니터와 같은 이동형의 용

도 이외에도 방송신호를 수신하여 디스플레이하는 텔레비전, 및 컴퓨터의 모니터 등으로 다양하게 개발되고 있다.

이하, 첨부 도면을 참조하여 일반적인 액정표시장치에 대하여 설명하면 다음과 같다.

도 1은 일반적인 액정표시장치의 개략적인 레이아웃도이다.

도 1에 도시한 바와 같이, 상,하부기판(10, 11)과 그 사이에 충진된 액정층(미도시)으로 구성된 액정패널(20)과, 상기 하부

기판(11)의 일측 상부에 실장된 복수개의 게이트 드라이버(12_1,12_2 ~ 12_n)들로 구성된 게이트 구동부(12)와, 데이터

TCP(13)에 의해서 소오스 인쇄회로기판(14)에 각각 연결되어 있는 복수개의 데이터 드라이버(15_1 ~ 15_m)들로 구성된

데이터 구동부(15)와, 상기 게이트 구동부(12)와 데이터 구동부(15)에 제어신호 및 화상정보를 출력하는 타이밍 제어부

(16)로 구성된다.

그리고 상기 타이밍 제어부(16)로부터 출력된 제어신호를 각 게이트 드라이버 IC(12)로 입력시키기 위한 제어신호 라인들

이 복수개 배열되어 있다. 이때 타이밍 제어부(16)에서는 제어신호로써, 소정의 클럭신호(CLK), 게이트 스타트 신호 및 타

이밍 신호를 공급하여 게이트 구동부(12)와 데이터 구동부(15)의 구동 타이밍을 제어한다.

그리고 상기 각 제어신호 라인들에 접속되어 게이트 구동부(12)의 각 게이트 드라이버(12_1 ~ 12_n)들로 신호를 입력시

키는 입력신호 라인들이 복수개 배열되어 있다. 도면에는 도시되지 않았지만, 게이트 구동부(12)의 출력신호 라인들을 통

해서 하부기판(11)의 각 게이트 패드부에 순차적으로 주사신호가 출력된다.
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그리고 상기 액정패널(20)의 내부에는 화상이 표시되는 화소부(8)가 정의되어 있고, 도면에는 도시되어 있지 않지만, 상기

하부기판(11)에는 수직 교차되어 매트릭스 형태의 화소영역을 정의하는 복수개의 게이트 라인(G/L)들 및 데이터라인(D/

L)과, 상기 각 게이트 라인(G/L)과 데이터 라인(D/L)에 의해 정의된 각 화소영역에 형성된 복수개의 화소전극과, 상기 게

이트 라인(G/L)의 신호에 따라 상기 데이터 라인(D/L)의 신호를 각 화소전극에 인가하는 복수개의 박막트랜지스터(TFT)

가 상기 각 게이트 라인(G/L)과 데이터 라인(D/L)이 교차하는 부분에 형성된다.

상기에서 박막 트랜지스터(TFT)는 게이트라인의 일측에서 돌출된 게이트전극과, 게이트전극을 포함한 전면에 형성된 게

이트 절연막과, 게이트전극을 포함한 상부에 오버랩되어 있는 활성층과, 상기 데이터 라인의 일측에서 오버랩되며 게이트

전극 일측에 오버랩되어 있는 소오스전극과, 상기 소오스전극과 이격되어 있는 드레인전극으로 구성된다. 그리고 활성층

과 소오스/드레인전극 사이에는 오믹 콘택층이 더 형성되어 있다. 그리고 상기 데이터라인을 포함한 상부에 드레인전극에

제 1 콘택홀을 갖도록 보호막이 형성되어 있고, 제 1 콘택홀을 통해서 드레인전극과 화소전극이 콘택되어 있다.

그리고 상부기판(10)에는 도면에는 도시되어 있지 않지만, 블랙 매트릭스에 의해 화소영역별로 분리되어 도포된 칼라필터

층과, 상기 화소전극의 상대 전극인 공통전극이 구비되어 있다.

상기 게이트 라인에 순차적으로 턴온(turn on) 신호를 인가하면 그 때마다 해당 라인의 화소전극에 데이터 신호가 인가됨

에 의해서 영상이 표시된다.

그리고 도면에는 도시되어 있지 않지만, 상기 게이트 구동부(12) 및 데이터 구동부(15)는 복수개의 버퍼 TFT들로 구성되

어 있다.

특히, 상기 게이트 구동부(12)의 버퍼 TFT는 a-Si:H TFT를 이용하여 구성시킬 수 있다.

이하에서는 게이트 구동부(12)의 버퍼 TFT를 a-Si:H TFT로 구성한 종래 기술에 대하여 첨부 도면을 참조하여 설명하기

로 한다.

도 2는 종래 기술에 따른 게이트 구동부의 단위 회로도이고, 도 3a와 도 3b는 도 2의 'A'영역의 풀업 트랜지스터(PU)를 나

타낸 평면도 및 구조 단면도이다.

그리고 도 4는 종래 기술에 따른 게이트 구동부의 문제점을 나타낸 출력 파형도이다.

도 5는 종래의 다른 기술에 따른 게이트 구동부의 단위 회로도이고, 도 6은 도 5의 풀업 트랜지스터(PU) 및 커패시터(C1)

를 도시한 구조 단면도이다.

종래 기술에 따른 게이트 구동부는 도 2에 도시한 바와 같이, 제 1, 제 2 제어신호(Q,)를 출력하는 신호 제어부(21)와, 상기

신호 제어부(21)의 제 1, 제 2 제어신호를 입력받아서 화소부의 게이트라인(G/L)으로 게이트 신호를 출력시키기 위한 게

이트 구동 신호 출력부로 구성되어 있다.

상기 게이트 구동 신호 출력부는 클럭신호단(CLK)과 접지전압단(VSS) 사이에 a-Si:H TFT로 구성된 풀업, 풀다운 트랜

지스터(PU,PD)로 구성되어 있다. 이때 게이트 구동 신호는 풀업, 풀다운 트랜지스터(PU,PD) 사이의 출력노드1(N1)을 통

해 출력된다.

상기 풀업,풀다운 트랜지스터는 제 1, 제 2 제어신호(Q,)에 따라 턴온, 턴오프가 결정되고, 풀업 트랜지스터가 충전되고 풀

다운 트랜지스터가 방전될 때 게이트 구동 신호를 출력시킨다.

상기와 같이 구성된 게이트 구동 신호 출력부에서 일단에 클럭신호(CLK)가 인가되는 풀업 트랜지스터는 도 3a와 도 3b에

도시한 바와 같이, 기판(30)의 일영역상에 제 1 게이트전극(31)이 형성되어 있고, 제 1 게이트전극(31)을 포함한 기판(30)

상에 게이트절연막(32)이 형성되어 있고, 상기 제 1 게이트전극(31)의 일영역 상부를 포함한 게이트절연막(32)상에 제 1

활성층(33)이 형성되어 있고, 상기 제 1 게이트전극(31)의 일측 상부에 제 1 면적을 갖고 오버랩되도록 제 1 드레인전극

(35a)이 형성되어 있으며, 상기 제 1 게이트전극(31)의 타측 상부에 제 1 면적과 동일한 제 2 면적을 갖고 오버랩되도록 소

오스전극(35b)이 형성되어 있다. 상기에서 제 1 활성층(33)과 제 1 드레인전극(35a), 제 1 활성층(33)과 소오스전극(35b)

의 사이에는 오믹 콘택층(34)이 더 구비되어 있다.
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이때 제 1 활성층(33)은 비정실 실리콘층으로 구성되어 있고, 오믹 콘택층(34)은 n+ 비정질 실리콘층으로 구성되어 있다.

상기에서 제 1, 제 2 제어신호(Q,)가 인가되지 않아도 클럭신호(CLK)는 클럭신호단을 통해서 풀업 트랜지스터(PU)의 일

단에 계속적으로 인가된다.

이와 같이 풀업 트랜지스터(PU)의 일단으로 클럭신호(CLK)가 주기적으로 인가되고, 게이트 신호 출력단과 연결된 풀업,

풀다운 트랜지스터(PU,PD)가 플로팅(floating) 상태에 있을 경우, 클럭신호(CLK) 인가에 의해서 제 1, 제 2 제어신호(Q,)

가 불안정해져서 도 4에 도시한 바와 같이, 입력신호인 제 1, 제 2 제어신호(Q,)와 동기되지 않은 비정상적인 게이트 출력

신호(G/L)가 발생할 수 있다.

이와 같은 현상은 게이트 구동회로의 구동 초기에는 문제가 되지 않지만, 액정패널이 열화되어 풀업 트랜지스터가 방전되

는 문제가 발생될 경우에는 클럭신호에 의해 복수개의 게이트 구동 신호가 출력되어 화질 불량(떨림 현상)을 초래할 수 있

다.

즉, 도 4에 도시된 바와 같이, 입력신호인 제 1, 제 2 제어신호(Q,)가 인가되는 경우에도 풀다운 트랜지스터(PD)의 제 2 제

어신호()는 커플링(coupling)에 의해 전압이 올라가서 비정상적인 게이트 구동 신호가 출력됨을 알 수 있다.

다음에 종래의 다른 기술에 따른 게이트 구동부는 상기의 문제를 해결하기 위해서 도 5에 도시한 바와 같이, 풀업 트랜지

스터(PU)의 게이트전극과 소오스전극 사이에 커패시터(C1)를 더 구비시켰다.

즉, 도 6에 도시한 바와 같이, 기판(60)의 일영역 상부에 제 1 게이트전극(61)이 형성되어 있고, 상기 제 1 게이트전극(61)

과 동일한 층에 제 1 도전층(61a)이 연장(미도시) 형성되고, 제 1 게이트전극(61)과 제 1 도전층(61a)을 포함한 상부에 게

이트절연막(62)이 형성되어 있고, 상기 제 1 게이트전극(61)을 포함한 상부에 액티브층(63)이 형성되어 있고, 제 1 게이트

전극(61)의 일측 상부에 오버랩되도록 드레인전극(64a)이 형성되어 있고, 상기 드레인전극(64a)과 이격되어 제 1 게이트

전극(61)의 타측 상부에 오버랩되도록 소오스전극(64b)이 상기 제 1 도전층(61a) 상부까지 연장되어 있으며, 상기 드레인

/소오스전극(64a, 64b)을 포함한 전면에 층간절연막(65)이 형성되어 있고, 상기 액티브층(63) 상부 및 제 1 도전층(61a)

상부의 상기 소오스전극(64b)이 드러나도록 제 1, 제 2 콘택홀이 형성되어 있고, 상기 제 1, 제 2 콘택홀을 통하여 소오스

전극(64b)과 콘택되도록 층간절연막(65)상에 제 2 도전층(66)이 형성되어 있다. 상기에서 액티브층(63)과 드레인/소오스

전극(64a,64b)의 사이에는 오믹 콘택층(63a)이 더 구비되어 있다.

이때, 제 1 도전층(61a)은 제 1 게이트전극(61)에서 연장되어 있고, 하부 커패시터 전극 역할을 하며, 제 2 도전층(66)은

제 2 콘택홀을 통해서 소오스전극(64b)과 콘택되어 있고, 상부 커패시터 전극 역할을 한다.

이에 의해서 제 1 게이트전극(61)에서 연장된 제 1 도전층(61a)/게이트절연막(62)/소오스전극(64b) 사이에 커패시터(C1)

가 더 구비된다.

그러나, 상기와 같이 풀업 트랜지스터(PU)의 게이트전극과 소오스전극 사이에 커패시터(C1)를 별도로 더 구비시키면, 소

자의 면적이 증가하게 되어 소자의 집적도가 떨어지는 문제가 발생한다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기와 같은 문제를 해결하기 위하여 안출한 것으로, 본 발명의 목적은 게이트 구동부가 액정패널의 하부기판에

실장되어 있을 경우, 게이트 구동 신호 출력부를 구성하는 a-Si:H TFT의 전압 불안정성을 감소시켜서 비정상적인 게이트

구동 신호의 출력(신호 왜곡)을 최소화하기에 알맞은 액정표시장치 및 그의 제조방법을 제공하는데 있다.

발명의 구성 및 작용

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 액정표시장치는 제 1, 제 2 제어신호(Q,)를 출력하는 신호 제어부와; 상기 제

1 제어신호를 입력받아 동작하고, 클럭신호단(CLK)과 게이트 구동 신호 출력단 사이에 제 1 게이트전극과 제 1 드레인전

극/소오스전극의 오버랩되는 면적이 비대칭적인 풀업 트랜지스터와, 상기 제 2 제어신호를 받아 동작하고, 상기 게이트 구

동 신호 출력단과 접지전압단(VSS)의 사이에 연결된 풀다운 트랜지스터로 구성된 게이트 구동 신호 출력부를 구비하여,

하부기판의 일측 상부에 실장된 게이트 구동부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
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상기 풀업 트랜지스터의 상기 제 1 게이트전극과 클럭신호(CLK)가 인가되는 제 1 드레인전극이 오버랩되는 제 1 면적은

상기 소오스전극과 제 1 게이트전극이 오버랩되는 제 2 면적보다 더 좁은 것을 특징으로 한다.

상기 풀업, 풀다운 트랜지스터는 a-Si:H TFT로 구성된 것을 특징으로 한다.

상기 풀다운 트랜지스터의 제 2 게이트전극과 게이트 구동 신호 출력단에 연결된 소오스전극이 오버랩되는 제 3 면적은

상기 제 2 게이트전극과 접지전압단에 연결된 제 2 드레인전극이 오버랩되는 제 4 면적보다 좁게 구성되는 것을 더 포함함

을 특징으로 한다.

상기 제 2, 제 4 면적은 각각 제 1, 제 3 면적과 비교해서 1.5배 이상 넓은 면적을 갖도록 구성함을 특징으로 한다.

상기 풀업 트랜지스터는, 상기 하부기판의 일영역상에 형성된 제 1 게이트전극과, 상기 제 1 게이트전극을 포함한 상기 하

부기판상에 형성된 게이트절연막과, 상기 제 1 게이트전극의 일영역 상부를 포함한 상기 게이트절연막상에 형성된 제 1

활성층과, 상기 제 1 게이트전극의 일측 상부에 제 1 면적을 갖고 오버랩된 제 1 드레인전극과, 상기 제 1 게이트전극의 타

측 상부에 상기 제 1 면적보다 넓은 제 2 면적을 갖고 오버랩된 소오스전극을 포함하여 구성됨을 특징으로 한다.

상기 제 1 활성층과 상기 제 1 드레인전극, 상기 제 1 활성층과 상기 소오스전극의 사이에는 오믹 콘택층이 더 구비됨을 특

징으로 한다.

상기 제 1 활성층은 비정실 실리콘층으로 구성되어 있고, 상기 오믹 콘택층은 n+ 비정질 실리콘층으로 구성되어 있음을

특징으로 한다.

본 발명의 다른 실시예에 따른 액정표시장치는 제 1, 제 2 제어신호(Q,)를 출력하는 신호 제어부와; 상기 제 1 제어신호를

입력받아 동작하고 일단이 클럭신호단(CLK)에 연결되며, 어느 하나의 게이트전극과 드레인전극/소오스전극의 오버랩되

는 면적이 비대칭을 이루도록 구성된 제 1, 제 2 풀업 트랜지스터와, 상기 제 2 제어신호를 입력받아 동작하고 상기 제 1,

제 2 풀업 트랜지스터의 타단과 접지전압단 사이에 연결된 제 1, 제 2 풀다운 트랜지스터로 구성된 게이트 구동 신호 출력

부를 구비하여, 하부기판 일측 상부에 실장된 게이트 구동부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

일단이 상기 클럭신호단에 연결되는 제 1, 제 2 풀업 트랜지스터(PU1)중, 어느 하나의 트랜지스터는 상기 클럭신호단

(CLK)에 연결되는 드레인전극 보다 그 반대쪽에 위치한 상기 소오스전극이 상기 게이트전극과 더 많이 오버랩되도록 구

성되는 것을 특징으로 한다.

상기와 같은 구성을 갖는 본 발명에 따른 액정표시장치의 제조방법은 하부기판의 일측 상부에 실장되며, 드레인전극에 클

럭신호단이 연결되고 소오스전극에 게이트 구동 신호 출력단이 연결된 트랜지스터를 구비한 게이트 구동부를 포함한 액정

표시장치의 제조방법에 있어서, 상기 하부기판의 일영역 상에 게이트전극을 형성하는 단계; 상기 게이트전극을 포함한 상

기 하부기판 상에 게이트 절연막을 형성하는 단계; 상기 게이트전극을 포함한 상기 게이트 절연막상에 액티브층을 형성하

는 단계; 상기 게이트전극의 일측 상부에 제 1 면적을 갖고 오버랩되도록 상기 드레인전극과, 상기 게이트전극의 타측 상

부에 상기 제 1 면적보다 넓은 제 2 면적을 갖고 오버랩되도록 상기 소오스전극을 형성하는 단계를 포함함을 특징으로 한

다.

상기 제 2 면적은 상기 제 1 면적보다 1.5배 이상 크게 형성함을 특징으로 한다.

상기 액티브층과 상기 드레인전극/ 소오스전극 사이에 오믹 콘택층을 더 형성함을 특징으로 한다.

상기 액티브층은 비정질 실리콘층으로 형성하고, 상기 오믹 콘택층은 n+ 비정질 실리콘층으로 형성함을 특징으로 한다.

이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 액정표시장치 및 그의 제조방법에 대하여 설명하면 다음과

같다.

먼저, 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치의 구성에 대하여 설명하기로 한다.
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도 1은 일반적인 액정표시장치의 개략적인 레이아웃도이고, 도 7은 본 발명을 적용하기 위한 액정표시장치의 게이트 구동

부의 단위 회로도이며, 도 8a와 도 8b는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 도 7의 'B'영역의 풀업 트랜지스터(PU)를 나타낸

평면도 및 구조 단면도이다.

도 9a와 도 9b는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 도 7의 'B' 및 'C'영역의 평면도 및 구조 단면도이다.

도 10은 본 발명을 적용하기 위한 액정표시장치의 다른 기술에 따른 게이트 구동부의 단위 회로도이다.

먼저, 본 발명을 적용하기 위한 액정표시장치는 도 1을 참조하여 상술한 바와 같이, 상,하부기판(10, 11)과 그 사이에 충진

된 액정층(미도시)으로 구성된 액정패널(20)과, 상기 하부기판(11)의 일측 상부에 실장된 복수개의 게이트 드라이버

(12_1,12_2 ~ 12_n)들로 구성된 게이트 구동부(12)와, 데이터 TCP(13)에 의해서 소오스 인쇄회로기판(14)에 각각 연결

되어 있는 복수개의 데이터 드라이버(15_1 ~ 15_m)들로 구성된 데이터 구동부(15)와, 상기 게이트 구동부(12)와 데이터

구동부(15)에 제어신호 및 화상정보를 출력하는 타이밍 제어부(16)로 구성된다.

그리고 상기 타이밍 제어부(16)로부터 출력된 제어신호를 각 게이트 드라이버 IC(12)로 입력시키기 위한 제어신호 라인들

이 복수개 배열되어 있다. 이때 타이밍 제어부(16)에서는 제어신호로써, 소정의 클럭신호(CLK), 게이트 스타트 신호 및 타

이밍 신호를 공급하여 게이트 구동부(12)와 데이터 구동부(15)의 구동 타이밍을 제어한다.

그리고 상기 각 제어신호 라인들에 접속되어 게이트 구동부(12)의 각 게이트 드라이버(12_1 ~ 12_n)들로 신호를 입력시

키는 입력신호 라인들이 복수개 배열되어 있다. 도면에는 도시되지 않았지만, 게이트 구동부(12)의 출력신호 라인들을 통

해서 하부기판(11)의 각 게이트 패드부에 순차적으로 주사신호가 출력된다.

그리고 상기 액정패널(20)의 내부에는 화상이 표시되는 화소부(8)가 정의되어 있고, 도면에는 도시되어 있지 않지만, 상기

하부기판(11)에는 수직 교차되어 매트릭스 형태의 화소영역을 정의하는 복수개의 게이트 라인(G/L)들 및 데이터라인(D/

L)과, 상기 각 게이트 라인(G/L)과 데이터 라인(D/L)에 의해 정의된 각 화소영역에 형성된 복수개의 화소전극과, 상기 게

이트 라인(G/L)의 신호에 따라 상기 데이터 라인(D/L)의 신호를 각 화소전극에 인가하는 복수개의 박막트랜지스터(TFT)

가 상기 각 게이트 라인(G/L)과 데이터 라인(D/L)이 교차하는 부분에 형성된다.

그리고 상기 게이트 구동부(12) 및 데이터 구동부(15)는 구동을 위해 a-Si:H TFT를 이용한 복수개의 버퍼 TFT들로 구성

시킬 수 있다.

이하에서는 본 발명에 적용하기 위한 a-Si:H TFT를 이용하여 구성된 게이트 구동부에 대하여 설명한다.

본 발명의 게이트 구동부는 도 7에 도시한 바와 같이, 제 1, 제 2 제어신호(Q,)를 출력하는 신호 제어부(70)와, 상기 신호

제어부(70)의 제 1, 제 2 제어신호를 입력받아서 화소부의 게이트라인(G/L)으로 게이트 신호를 출력시키기 위한 게이트

구동 신호 출력부로 구성되어 있다.

상기 게이트 구동 신호 출력부는 클럭신호단(CLK)과 접지전압단(VSS) 사이에 a-Si:H TFT로 구성된 풀업, 풀다운 트랜

지스터(PU,PD)로 구성되어 있다. 이때 게이트 구동 신호는 풀업, 풀다운 트랜지스터(PU,PD) 사이의 출력노드3(N3)를 통

해 출력된다.

그리고 풀업,풀다운 트랜지스터는 제 1, 제 2 제어신호(Q,)에 따라 턴온, 턴오프가 결정되고 풀업 트랜지스터가 충전되고

풀다운 트랜지스터가 방전될 때 게이트 구동 신호를 출력시킨다.

상기에서 클럭신호(CLK)는 게이트 구동 신호의 출력과 상관없이 클럭신호단을 통해서 풀업 트랜지스터의 일단에 계속적

으로 인가된다.

이와 같이 풀업 트랜지스터(PU)의 일단으로 클럭신호가 계속 인가되고, 게이트 신호 출력단과 연결된 풀업, 풀다운 트랜

지스터(PU,PD)가 플로팅(floating) 상태에 있을 경우, 클럭신호 인가에 의해서 제 1, 제 2 제어신호(Q,)가 불안정해져서

입력신호인 제 1, 제 2 제어신호(Q,)와 동기되지 않은 비정상적인 게이트 출력신호가 발생할 수 있다.
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이와 같은 문제를 해결하고자 본 발명에서는 도 8a, 도 8b에 도시한 바와 같이, 일단에 클럭신호(CLK)가 인가되는 풀업 트

랜지스터(PU)에서, 제 1 게이트전극(81)과 제 1 드레인전극(85a)/소오스전극(85b)의 각 오버랩 면적을 비대칭적으로 형

성하여서 오버랩 커패시턴스값을 다르게 하였다.

좀더 자세하게, 일단에 클럭신호가 인가되는 풀업 트랜지스터(PU)는, 기판(80)의 일영역상에 제 1 게이트전극(81)이 형성

되어 있고, 제 1 게이트전극(81)을 포함한 기판(80)상에 게이트절연막(82)이 형성되어 있고, 상기 제 1 게이트전극(81)의

일영역 상부를 포함한 게이트절연막(82)상에 제 1 활성층(83)이 형성되어 있고, 상기 제 1 게이트전극(81)의 일측 상부에

제 1 면적을 갖고 오버랩되도록 제 1 드레인전극(85a)이 형성되어 있으며, 상기 제 1 게이트전극(81)의 타측 상부에 제 1

면적보다 넓은 제 2 면적을 갖고 오버랩되도록 소오스전극(85b)이 형성되어 있다. 상기에서 제 1 활성층(83)과 제 1 드레

인전극(85a), 제 1 활성층(83)과 소오스전극(85b)의 사이에는 오믹 콘택층(84)이 더 구비되어 있다.

이때 상기 제 2 면적은 제 1 면적과 비교해서 최소한 1.5배 이상의 면적을 갖도록 구성한다.

이때 제 1 활성층(83)은 비정실 실리콘층으로 구성되어 있고, 오믹 콘택층(84)은 n+ 비정질 실리콘층으로 구성되어 있다.

상기에서와 같이, 일단에 클럭신호(CLK)가 인가되는 풀업 트랜지스터(PU)는 클럭신호(CLK)가 인가되는 제 1 드레인전

극(85a) 보다 그 반대쪽에 위치한 소오스전극(85b)이 제 1 게이트전극(81)과 더 많이 오버랩되도록 구성함으로써, 제 1 게

이트전극(81)과 소오스전극(85b) 사이에 커패시터가 구비된 효과를 갖도록 하였다.

예를 들어서, 제 1 게이트전극(81)과 제 1 드레인전극(85a)이 오버랩되어 제 1 커패시터(C1)가 구성되고, 제 1 게이트전

극(81)과 소오스전극(85b)이 오버랩되어 제 2 커패시터(C2)가 구성될 경우, C1〈C2가 되도록 구성시킨다.

이와 같이 구성하면, 클럭신호(CLK) 인가에 따른 커플링 효과(coupling effect)를 감쇄시켜서 입력 신호(제 1, 제 2 제어

신호)와 동기되지 않은 게이트 구동 신호의 출력을 억제시킬 수 있다.

또한, 도 7과 같이 게이트 구동 신호 출력부가 구성된 게이트 구동부에서, 풀업 트랜지스터 뿐만아니라, 풀다운 트랜지스

터(PD)의 제 2 게이트전극과 오버랩되는 양단(노드3(N3)과 노드4(N4))의 면적을 비대칭적으로 구성시킬 수도 있다.

즉, 도 9a와 도 9b에 도시한 바와 같이, 기판(80)의 일영역상에 제 1, 제 2 게이트전극(81, 81a)이 평행하게 형성되어 있

고, 제 1, 제 2 게이트전극(81, 81a)을 포함한 기판(80)상에 게이트절연막(82)이 형성되어 있고, 상기 제 1, 제 2 게이트전

극(81, 81a)의 일영역 상부를 포함한 게이트절연막(82)상에 제 1, 제 2 활성층(83, 83a)이 형성되어 있고, 상기 제 1 게이

트전극(81)의 일측 상부에 제 1 면적을 갖고 오버랩되도록 제 1 드레인전극(85a)이 형성되어 있고, 상기 제 1 게이트전극

(81)의 타측 상부에 제 1 면적보다 넓은 제 2 면적을 갖고 오버랩되도록 소오스전극(85b)이 형성되어 있으며, 상기 제 2

게이트전극(81a)의 일측 상부에 제 3 면적을 갖고 오버랩되도록 소오스전극(85b)이 형성되어 있으며, 상기 제 2 게이트전

극(81a)의 타측 상부에 제 3 면적보다 넓은 제 4 면적을 갖고 오버랩되도록 제 2 드레인전극(85c)이 형성되어 있다.

상기에서 제 2, 제 4 면적은 제 1, 제 3 면적에 비해서 최소한 1.5배 이상의 면적을 갖도록 구성한다.

상기에서 제 1, 제 2 활성층(83,83a)과 제 1, 제 2 드레인전극(85a, 85c), 제 1, 제 2 활성층(83,83a)과 소오스전극(85b)의

사이에는 오믹 콘택층(84)이 각각 구비되어 있다.

이때 제 1, 제 2 활성층(83, 83a)은 비정실 실리콘층으로 구성되어 있고, 오믹 콘택층(84)은 n+ 비정질 실리콘층으로 구성

되어 있다.

도 9a와 도 9b에서 제 1 게이트전극(81)과 제 1 드레인전극(85a), 제 1 게이트전극(81)과 소오스전극(85b), 제 2 게이트

전극(81a)과 소오스전극(85b), 제 2 게이트전극(81a)과 제 2 드레인전극(85c)이 오버랩된 길이를 'L3', 'L4', 'L5', 'L6'라

고 나타낼 경우 'L3'〈 'L4',이고 'L5'〈'L6'의 관계를 갖도록 구성한다. 이때 'L3'와 'L5'는 동일할 수도 있고 그렇지 않을 수

도 있다.

다음에 본 발명에 따른 게이트 구동부는, 게이트 구동신호를 출력하는 최종단에 1개씩의 풀업, 풀다운 트랜지스터외에 그

이전단에도 풀업, 풀다운 트랜지스터를 더 구비시킬 수 있다.
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즉, 도 10에 도시한 바와 같이, 제 1, 제 2 제어신호(Q,)를 출력하는 신호 제어부(100)와, 상기 신호 제어부(100)의 제 1,

제 2 제어신호(Q,)를 입력받아서 화소부의 게이트라인(G/L)으로 게이트 신호를 출력시키기 위한 제 1, 제 2 풀업 트랜지

스터(PU1, PU2)와 제 1, 제 2 풀다운 트랜지스터(PD1,PD2)로 구성된 게이트 구동 신호 출력부로 구성되어 있다. 이때 제

1 풀업, 풀다운 트랜지스터 및 제 2 풀업, 풀다운 트랜지스터는 a-Si:H TFT로 구성되어 있다.

이때 제 1, 제 2 풀업 트랜지스터(PU1, PU2)는 게이트전극으로 제 1 제어신호(Q)를 공통으로 입력받아서 구동하고, 드레

인전극에 클럭신호(CLK)를 공통으로 인가받는다. 그리고 제 1, 제 2 풀다운 트랜지스터(PD1,PD2)는 게이트전극으로 제

2 제어신호()를 공통으로 입력받아서 구동한다.

상기에서 제 1 풀업, 풀다운 트랜지스터 사이의 출력노드5(N5)에서는 다음단의 게이트 드라이버로 전달할 신호가 출력되

고, 제 2 풀업,풀다운 트랜지스터 사이의 출력노드6(N6)에서는 게이트라인(G/L)으로 게이트 구동 신호가 출력된다.

상기와 같이 게이트 구동 신호 출력부가 구성되어 있을 경우, 일단에 클럭신호(CLK)가 인가되는 제 1, 제 2 풀업 트랜지스

터(PU1)중, 제 1 풀업 트랜지스터(PU1)에서 클럭신호(CLK)가 인가되는 제 1 드레인전극 보다 그 반대쪽에 위치한 제 1

소오스전극이 제 1 게이트전극과 더 많이 오버랩되도록 구성하거나, 제 2 풀업 트랜지스터(PU2)에서 클럭신호(CLK)가

인가되는 제 2 드레인전극 보다 그 반대쪽에 위치한 제 2 소오스전극이 제 2 게이트전극과 더 많이 오버랩되도록 구성하여

서 제 1 게이트전극과 제 1 소오스전극 사이에 커패시터가 구비되거나, 제 2 게이트전극과 제 2 소오스전극 사이에 커패시

터가 구비된 효과를 갖도록 하였다.

다음에, 상기 구성을 갖는 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치의 제조방법에 대하여 설명하기로 한다.

도 11a 내지 도 11d는 본 발명에 따른 액정표시장치의 제조방법을 나타낸 공정 단면도이다.

본 발명에 따른 액정표시장치의 제조방법은, 상,하부기판이 합착된 액정패널에서 상기 하부기판의 일측 상부에 게이트 구

동부가 실장되어 있을 경우, 게이트 구동부의 게이트 구동 신호 출력부를 구성하는 a-Si:H TFT로 구성된 트랜지스터의

제조방법에 대한 것이다. 그리고 상기 a-Si:H TFT 중에서도 일단에 클럭신호가 인가되는 트랜지스터의 제조방법에 대한

것이다.

먼저, 도 11a에 도시한 바와 같이, 기판(110)상에 도전성 금속을 증착하고, 포토 및 식각 공정을 이용하여 도전성 금속을

패터닝하여, 일영역에 제 1 게이트 전극(111)을 형성한다.

다음에 도 11b에 도시한 바와 같이, 상기 제 1 게이트전극(111)을 포함한 기판(110) 상부에 게이트 절연막(112)을 형성한

다.

여기서 상기 게이트 절연막(112)은 실리콘 질화막(SiNx) 또는 실리콘 산화막(SiO2)을 사용할 수 있다.

이후에 상기 게이트 절연막(112)상에 제 1, 제 2 반도체층을 증착한다.

이어, 상기 제 1, 제 2 반도체층을 포토 및 식각 공정으로 패터닝하여, 상기 게이트 전극(111)을 포함한 상부에 아일랜드

(island) 형태를 갖는 액티브층(113)과 오믹 콘택층(114)을 형성한다. 상기 제 1 반도체층은 비정질 실리콘층으로 형성하

고, 제 2 반도체층은 n+ 비정질 실리콘층으로 형성한다.

이후에 도 11c에 도시한 바와 같이, 상기 액티브층(113)과 오믹 콘택층(114)이 형성된 기판(110)의 전면에 도전성 금속

(115)을 증착한다.

이어, 도 11d에 도시한 바와 같이, 포토 및 식각 공정을 통해 도전성 금속(115)을 패터닝하여 드레인전극(115a)과 소오스

전극(115b)을 형성한다.

이때 드레인전극(115a)은 제 1 면적을 갖도록 게이트전극(111)의 일측 상부에 오버랩되고, 소오스전극(115b)은 제 1 면

적보다 넓은 면적을 갖도록 게이트전극(111)의 타측 상부에 오버랩되어 있다. 상기에서 제 2 면적은 제 1 면적보다 1.5배

이상 크도록 형성한다.
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그리고 드레인전극(115a)에는 클럭 신호(CLK) 인가단이 연결되고, 소오스전극(115b)에는 게이트 구동신호를 출력하기

위한 게이트 출력단(G/L)이 연결되어 있다.

상기와 같은 제조방법은 본 발명의 구성을 설명한 예시도인 도 8a, 도 8b 및 도 9a, 도 9b와 도 10의 풀업/풀다운 트랜지스

터에 모두 적용 가능한 것이다.

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술 사상을 이탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을

알 수 있을 것이다.

따라서, 본 발명의 기술 범위는 상기 실시예에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라, 특허 청구의 범위에 의하여 정해져

야 한다.

발명의 효과

상기와 같은 본 발명의 액정표시장치 및 그의 제조방법은 다음과 같은 효과가 있다.

클럭 신호단과 연결된 풀업 트랜지스터의 게이트전극과 드레인/소오스전극 사이의 오버랩 커패시턴스(overlap

capacitance)를 비대칭적으로 형성함으로써, 플로팅 상태에서 입력 신호와 동기되지 않은 클럭 신호에 의해 비정상적으로

게이트 구동 신호가 출력되는 것을 방지할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

제 1, 제 2 제어신호(Q,)를 출력하는 신호 제어부와;

상기 제 1 제어신호를 입력받아 동작하고, 클럭신호단(CLK)과 게이트 구동 신호 출력단 사이에 제 1 게이트전극과 제 1

드레인전극/소오스전극의 오버랩되는 면적이 비대칭적인 풀업 트랜지스터와,

상기 제 2 제어신호를 받아 동작하고, 상기 게이트 구동 신호 출력단과 접지전압단(VSS)의 사이에 연결된 풀다운 트랜지

스터로 구성된 게이트 구동 신호 출력부를 구비하여, 하부기판의 일측 상부에 실장된 게이트 구동부를 포함하는 것을 특징

으로 하는 액정표시장치.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 풀업 트랜지스터의 상기 제 1 게이트전극과 클럭신호(CLK)가 인가되는 제 1 드레인전극이 오버랩되는 제 1 면적은

상기 소오스전극과 제 1 게이트전극이 오버랩되는 제 2 면적보다 더 좁은 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 풀업, 풀다운 트랜지스터는 a-Si:H TFT로 구성된 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 4.

제 1 항에 있어서,
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상기 풀다운 트랜지스터의 제 2 게이트전극과 게이트 구동 신호 출력단에 연결된 소오스전극이 오버랩되는 제 3 면적은

상기 제 2 게이트전극과 접지전압단에 연결된 제 2 드레인전극이 오버랩되는 제 4 면적보다 좁게 구성되는 것을 더 포함함

을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 5.

제 1 항에 있어서,

상기 제 2, 제 4 면적은 각각 제 1, 제 3 면적과 비교해서 1.5배 이상 넓은 면적을 갖도록 구성함을 특징으로 하는 액정표시

장치.

청구항 6.

제 1 항에 있어서,

상기 풀업 트랜지스터는,

상기 하부기판의 일영역상에 형성된 제 1 게이트전극과,

상기 제 1 게이트전극을 포함한 상기 하부기판상에 형성된 게이트절연막과,

상기 제 1 게이트전극의 일영역 상부를 포함한 상기 게이트절연막상에 형성된 제 1 활성층과,

상기 제 1 게이트전극의 일측 상부에 제 1 면적을 갖고 오버랩된 제 1 드레인전극과,

상기 제 1 게이트전극의 타측 상부에 상기 제 1 면적보다 넓은 제 2 면적을 갖고 오버랩된 소오스전극을 포함하여 구성됨

을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 7.

제 6 항에 있어서,

상기 제 1 활성층과 상기 제 1 드레인전극, 상기 제 1 활성층과 상기 소오스전극의 사이에는 오믹 콘택층이 더 구비됨을 특

징으로 하는 액정표시장치.

청구항 8.

제 7 항에 있어서,

상기 제 1 활성층은 비정실 실리콘층으로 구성되어 있고, 상기 오믹 콘택층은 n+ 비정질 실리콘층으로 구성되어 있음을

특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 9.

제 1, 제 2 제어신호(Q,)를 출력하는 신호 제어부와;
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상기 제 1 제어신호를 입력받아 동작하고 일단이 클럭신호단(CLK)에 연결되며, 어느 하나의 게이트전극과 드레인전극/소

오스전극의 오버랩되는 면적이 비대칭을 이루도록 구성된 제 1, 제 2 풀업 트랜지스터와,

상기 제 2 제어신호를 입력받아 동작하고 상기 제 1, 제 2 풀업 트랜지스터의 타단과 접지전압단 사이에 연결된 제 1, 제 2

풀다운 트랜지스터로 구성된 게이트 구동 신호 출력부를 구비하여, 하부기판 일측 상부에 실장된 게이트 구동부를 포함하

는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 10.

제 9 항에 있어서,

일단이 상기 클럭신호단에 연결되는 제 1, 제 2 풀업 트랜지스터(PU1)중,

어느 하나의 트랜지스터는 상기 클럭신호단(CLK)에 연결되는 드레인전극 보다 그 반대쪽에 위치한 상기 소오스전극이 상

기 게이트전극과 더 많이 오버랩되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 11.

하부기판의 일측 상부에 실장되며, 드레인전극에 클럭신호단이 연결되고 소오스전극에 게이트 구동 신호 출력단이 연결된

트랜지스터를 구비한 게이트 구동부를 포함한 액정표시장치의 제조방법에 있어서,

상기 하부기판의 일영역 상에 게이트전극을 형성하는 단계;

상기 게이트전극을 포함한 상기 하부기판 상에 게이트 절연막을 형성하는 단계;

상기 게이트전극을 포함한 상기 게이트 절연막상에 액티브층을 형성하는 단계;

상기 게이트전극의 일측 상부에 제 1 면적을 갖고 오버랩되도록 상기 드레인전극과, 상기 게이트전극의 타측 상부에 상기

제 1 면적보다 넓은 제 2 면적을 갖고 오버랩되도록 상기 소오스전극을 형성하는 단계를 포함함을 특징으로 하는 액정표

시장치의 제조방법.

청구항 12.

제 11 항에 있어서,

상기 제 2 면적은 상기 제 1 면적보다 1.5배 이상 크게 형성함을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 13.

제 11 항에 있어서,

상기 액티브층과 상기 드레인전극/ 소오스전극 사이에 오믹 콘택층을 더 형성함을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방

법.

청구항 14.
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제 13 항에 있어서,

상기 액티브층은 비정질 실리콘층으로 형성하고, 상기 오믹 콘택층은 n+ 비정질 실리콘층으로 형성함을 특징으로 하는 액

정표시장치의 제조방법.
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摘要(译)

a-当本发明的栅极驱动单元所具有的液晶面板的下板时，组织栅极驱动
信号输出Si：适合于电压不稳定的液晶显示器使异常栅极的输出（信号
失真）最小化驱动信号降低了H TFT的电压不稳定性，并且为了提供其
制造方法，用于实现这种目的的液晶显示器包括栅极驱动单元，该栅极
驱动单元包括由输出第一个的信号控制单元组成的栅极驱动信号输出，
以及第二控制信号（Q，）和下拉晶体管，其中输入第一控制信号并且操
作并接收上拉晶体管，其中第一漏电极/源电极和第一栅电极的重叠区域
是非对称的，并且时钟信号级（CLK）和栅极驱动信号输出端之间的第
二控制信号和操作和w它连接在栅极驱动信号输出端和地电压平台
（VSS）之间，并且下板的一侧上部具有。栅极驱动单元，不对称和时
钟信号。
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